
SiC基板表面の光学顕微鏡観察における XY分解能の影響 

The influence of XY resolution to optical microscopy on SiC substrate surface 
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【はじめに】研磨加工後の SiC 基板表面には、光学顕微鏡観察では見えない傷及びそれに伴うダメー

ジが存在し、ステップバンチングの発生原因になる[1]。このダメージはX線トポグラフィーでは格子欠陥と
して観察できる[2]。このような研磨加工表面の見えない傷及びダメージは、エピ成長表面で浮き出るため、
潜傷ともいわれ、その評価については充分に議論されていない。本報告では光学顕微鏡の分解能につ
いて議論し、なぜ潜傷が見えないのということを考察する。 

【実験】       方向へ 2度及び 4度オフした 4H-SiC基板 Si面を用いて、CVD炉内で水素エッチング
のみを行った。水素エッチングの条件は、圧力 12kPa、水素流量 150slm、温度 1550–1650 °C、時間
18–36min である。共焦点微分干渉光学系(CDIC)を用いた表面検査装置(SICA, Lasertec)、走査型白色
干渉法(Scanning White-Light Interferometry, SWLI)を利用した非接触光学表面形状測定機(New View, 

Zygo)、そして原子間力顕微鏡(AFM)を用いて基板表面の観察を行った。 

【結果と考察】CVD炉内で水素エッチングのみ(エピ無し)行った 4H-SiC基板 Si面には、図 aの CDIC

が示すように、筋状に見えるステップバンチング状の欠陥が非周期的に存在する。この欠陥を AFM で観
察すると、幅の狭い谷と幅の広い丘が観察される(図 b)。SWLI でも同様に観察されるが(図 c)、断面プロ
ファイル(図 d及び e)を比べると、AFMでは観察された幅の狭い谷が、SWLIでは観察されていない。図 d

の一部を横に拡大した図 eに示すように、谷の幅は 0.5μmである。以上の観察結果から、次のことが言え
る。1) SWLIでは、線幅 0.5μm以下では観察不可能である。2) それよりも幅が広い丘の高さ 2–3nmは計
測可能である。水素エッチングの時間、温度に依存して丘の幅は変化し、それに応じてCDIC像でも筋状
の幅が変化して見えることから、CDIC 像でも SWLI 同様に、丘の高さ 2–3nm を認識できている。一方、
SWLI同様に可視光を用いた観察手段であるCDICでも、0.5μmと幅の狭い谷は認識できていないと考え
られる。つまり 0.5μm以上の線幅の傷(マイクロスクラッチ)であれば、CDICの検査で検出可能となる。しか
し、より幅の狭い傷(ナノスクラッチ)はCDICでも検出できないと考えられる。したがって光学顕微鏡観察で
はマイクロスクラッチフリーは確認できるが、ナノスクラッチまでは確認できない。それゆえに、ダメージを伴
うナノスクラッチが存在すれば、次の工程で顕在化し、いわゆる潜傷になりうる。当日は、ダメージの観察
例も合わせて報告する。 
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Figure. (a) a CDIC image of surface defect on a 2° off- 

cut 4H-SiC Si-face substrate after H2 etching. (b) an 

AFM image of the defect. (c) an SWLI image of the 

defect. (d)(e) cross section profiles. 
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